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Métodos de extraccion de iones de las diferentes especies atémicas para la
implantacién idnica de semiconductores

La implantacién idnica de semiconductores es una técnica ampliamente
utilizada por la industria microelectrdnica para la fabricacion de dispositivos.
Esta técnica es una herramienta muy potente para la activacion eléctrica en
semiconductores mediante la seleccién de los dopantes introducidos en el
semiconductor; la energia de implantacion, que permite la profundidad de
introduccion de los dopantes; y la dosis de implantacién, que permite el
control de la concentracion de dopantes introducidos.

Los dopantes que se desean implantar deben ser obtenidos mediante la
creaciéon de un plasma que contenga dichos iones. Estos plasmas pueden
obtenerse utilizando diferentes tipos de fuentes (sdlidas, liquidas o
gaseosas) y diferentes tipos de percusores.

Los objetivos de este trabajo pretenden:

1. Recopilar los diferentes métodos para la obtencion de plasma de las
diferentes especies idnicas que se implantan en el CAl de técnicas
fisicas de la UCM.

2. Analizar los diferentes pardmetros de extraccion de iones de la
fuente: corrientes, presién del plasma, presién de vapor, etc.

3. Construir una pequefia base de datos para introducir los parametros
de obtencién del plasma, corriente que generan y otros datos de las
implantaciones idnicas realizadas en el CAl

4. Revision bibliografica de los diferentes métodos de obtencion de
plasma para la implantacion idnica de los dopantes que no se han
implantado todavia en el CAl de técnicas Fisicas




Metodologia:

Actividades
Formativas

Bibliografia:

Recopilacion de los métodos de obtencién de plasma de las diferentes
especies idnicas realizadas en el CAl de técnicas Fisicas de implantacién
idnica

Andlisis de la presién de vapor, corrientes aplicadas, voltajes de extraccién
necesarios u otros pardmetros para la obtencidn de un plasma que contenga
las diferentes especies idnicas que se desean implantar. Andlisis de las
corrientes obtenidas y calculo del tiempo de implantacion en funcidn de Ila
dosis requerida.

Creacion de plantillas o macros en una base de datos para la introduccién de
los datos obtenidos durante los trabajos de implantacidn idnica realizados
en el CAl de técnicas fisicas.

Busqueda bibliografica de la obtencién de plasma de dopantes para la
implantacién idnica.

Asesoramiento de un profesor experto en el tema.

Sesién formativa sobre realizacién de memorias escritas y presentaciones
orales.
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